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NdPrVO4 　and 　Nd ：LaxGd 卜 xVO4 　single 　crystals 　were 　grown 　by　the 們oating 　z〔｝ne 　method 　in　order 　to　broaden　the 　absorptiQn

and 　emission 　b跏 ds　ofNd3
＋．　Nd ：LaxGd レ xVO4 （X ≦0，15）and 　Nd ：PrVO4 　single じrystals　had　no 　macroscopic 　defeじ ts，　whereas

cellular　structures 　were 　fbund　in　a 　Nd ：Lao　2Gdo 　8VO4 　crysta1 ，　The 　absorption 　band　ofNd ；PrVO4　 around 　808nm　was 　broader

than 　that　ofNd ：GdVO4 ，　and 　intensive　absQrption 　peaks　were 　not　observed 　around 　1．06μm 　and 　l，3ym ．

【はじめ にユ現在、フ ェ ム ト秒 オー
ダ
ー

の 超 短パ ル ス レ
ー

ザ
ー

は発振素子 としてチ タン サフ ァイア （Ti：A1203）を用

い て い るが 、励 起源 として 安価な半導体 レ
ーザー（LD ）を使用す ることが で きない 。

・一
方、　LD 励起 が 可能な固

体 レ
ーザーとして 、Nd3

＋

をド
ープ した 希 土類バ ナ デイトが実用化 されて い るが 、 既存 の 結晶 で は発光帯の 半値

幅が狭く、フ ェ ム ト秒オ ーダーで の 超短パ ル ス レ
ーザー

発振 は 不可能 で ある。い くつ か の Nd ド
ー

プ結晶 に 関 し

て、Nd3
＋

が入るべ きサイトの 大 きさを変化 させ るこ とで 、発 光 帯が 広 がるこ とがす で に報告され て い る。そこで 本

研究 で は イオ ン 半径 の 大きい La3
＋

お よび Pr3＋に 着 目し、浮遊 帯溶融法 によるNd ：PrVO4 お よびNd ：La。Gdi．．VO4

の 育成 を試み 、そ の 分光学的特性 を調 べ ることを 目的とした。

【実験 】出発原料としてNd203（3N ）、V205（4N）、　La203（4N ）、Gd203 （4N ）、Pr5012（4N ）を用 い た。　Nd ドープ 量 は い

ずれ の 結晶 に 対 して も全希土類元素 中で 1at、％ とした。これらを化学両論比 で 湿式混合 した後、650℃ で 10h 仮

焼 し た。粉砕 後、ラ バ ー
プ レ ス 法 に より成形 し、1200 ℃ で 10h焼 結 して 原料棒 を作製 した。溶 融 帯 移動 速

度 ：20mm ！h、回 転数 ：5rpm（上 軸）、30rpm（下軸）、雰 囲気 ：02（21iter！min ）とし て 結 晶育成 をお こな っ た。得られた

結晶 に つ い て、偏光顕微鏡により巨視 的 欠 陥の 有無を確認するとともに、結晶中の ド
ーパ ン ト濃度の 分布状態

をEPMA によっ て 調 べ た 。

【結果 INd：LaxGdl −xVO4 にっ い て はX ≦O．15で は 巨視的欠陥 の な い 単 結 晶 が 得 られ た （図 1（a））が、X ≧ 0．20で

は育成後半部 にセ ル 成長の痕跡が見られ、高 品質な 結晶を得 るの は 困 難 で あっ た。EPMA に よる線分析 の 結

果、Nd は 育成方向に均
一

に分布 して い たが、Laは約 10mm に 成長す るまで 濃度が しだ い に 増加 して い き、そ

の 後
一

定 に な っ た。こ の 結果 か らNd の 分配係数は ほ ぼ 1で あ るの に 対 してLa の 分配係数は約 05 で あるこ とが

わか っ た。Nd ：PrVO4 に っ い て は 育成終期部分を除き、クラッ クや イン クル
ージ ョ ン などの 巨視的欠陥 の ない 単

結 晶が得られ た （図 1（b＞）。
Nd ：PrVO4 の 吸 収 ス ペ クトル を図2に 示 す。同 じ構造をもつ 希 土 類バ ナ デイトで ある

Nd ：GdVO4 と比 べ て、808nm 付近 で より広 い 吸 収 帯 を持 つ ことが わ か っ た。さらにNd3
＋
の 代表的な発 光帯で ある

1．06ym近傍 で はPr3
＋

に よるわずかな吸収 が 見 られ た が、

1．3pm 帯 に お い て は 顕著な 吸収 は 見られなか っ た 。 そ

の 他の 分光学的特性 に つ い て は現在調査中で ある 。
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　　　　　　　 図1 ．As −grown 単結 晶
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　 図 2．Nd ：PrVO4 （Ndl％）の 吸 収ス ペ クトル
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